
利用孤立態與連續態中電荷轉換形成雙穩態
之量子點列陣來製造高密度記憶體元件

摘要

我們提出一個新的機制 ， 利用奈米尺度之量子點列陣中孤立態與連續態之電荷轉
換形成雙穩態來達成記憶體的功效。此類量子點列陣的雙穩態可被用來當作奈米

記憶體 ， 而其雙穩態之穿隧電流可用來讀取記憶體之資訊。此微小面積之量子點
列陣 ， 可以建構出高密度且耗能低的記憶體。

技術優勢

現有的可靠之雙穩態記憶體系統都是以大面積的塊材物質為主 ， 其雙穩態持性源
於塊材物質自身的相變特性 ， 一旦材料縮小至奈米尺度 ， 往往相變特性就消失 ，
因此很難提升此種記憶元件的密度。目前使用的動態記憶體(DRAM)需用大量電
晶體,耗電量相當大 ， 造成記憶體密度無法再顯著 增 加 ， 而本專利技術即可克服以
上之問題。
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